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【はじめに】 酸化ニッケル(NiO)は[1]、4.0eVの禁制帯幅を有し p型導電性を示す数少ない透明酸化物

半導体であり近年注目されている。NiOを n型透明酸化物半導体と接合させることにより、透明なダイオ

ードや太陽電池など様々な NiO 系デバイスが報告されてきた[2-3]。一方で、NiO 薄膜や NiO 系デバイ

スの物性に関しては未解明な点が多く存在している。特に、デバイスにおいては pn 界面の物性がデバ

イスの性能を左右させる大きな要因となるが、NiO 系デバイスの pn 界面に関する物性の報告は少ない。

本研究は、NiO と ZnO の pn 界面を有する太陽電池に、熱処理や光処理等のポストプロセスや曲げ試

験や電子線照射等の破壊試験を行い、pn界面への影響や劣化メカニズムについて検討した。 

【実験方法】 RF リアクティブスパッタ法を用いて、Ag paste/NiO:Li/ZnO/ITO/Capton構造の NiO系太

陽電池を作製した。作製した NiO 系太陽電池に対して、曲げ半径を 10mm とした曲げ試験を 90 回行

い、曲げ試験前後の J-V測定を行った。その後、大気中で 150C 15分間の熱処理を行い、J-V測定を

行った。 

【結果及び考察】 一例として、NiO系デバイスの曲げ試験と熱処理の pn界面への影響を調査するため

に、NiO 系太陽電池の開放電圧 Voc と曲線因子 FF の変化に注目した。NiO 系太陽電池の曲げ試験

前、90 回の曲げ試験後及び、熱処理後の J-V 特性を図に示す。曲げ試験前に比べて曲げ試験後の

Vocは 6割程度低下、短絡電流密度 Jscは 2割程度低下、FFは 3割程度低下した。Vocの減少が大

きいことから主に pn 界面に欠陥が生じていることが推測される。また、曲げ試験後に熱処理を行うこと

により、Jscはほとんど変わらなかったが、Vocは曲げ試験前の値まで増加し、FFは曲げ試験前の値の

9割程度まで増加した。これらの結果より NiO系デバイスにおいて熱処理が pn界面の改善に効果があ

ることがわかった。詳細は当日報告する。 
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図. 曲げ試験前後及び熱処理後の 

NiO系太陽電池の J-V特性 
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